FOTOREZYSTORY

RPP111, RPP121, RPP130, % (RPP230),
RPP131, RPP140, RPP150, % (RPYP35)
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Fotorezystory sg detektorami promieniowania widzal-
nego. Sa one przeznaczone do pracy w ukladach sygnali-
zacyjnych, kontrolnych, pomiarowych, rejestrujacych, ste-
rujgeych i alarmowych.

Warstwa $§wiattoczula jest zbudowana z siarczku kadmu,
Dla typéw RPPI1l1, RPP121, RPP131, RPP140, RPYP35

SWW 1156-619

elektrody mozna umie$cié w podstawce lampowej typu
heptal. W przypadku lutowania koricéwek elektrod na-
lezy zapewnié odprowadzanie nadmiaru ciepia.

Zasilanie fotorezystoré6w napieciem stalym lub zmiennym.
Przy zasilaniu napieciem zmiennym (f = 50 Hz) rezystan-
cja jasna fotorezystora wzrasta o 15% w poréwnaniu
z rezystancjag jasng przy zasilaniu napieciem statym.
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Obudowa polistyrenowa fotorezystoré6w: RPP111,
RPP121, RPP130, RPP131, RPP140, RPYP35
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#1741

Obudowa metalowa fotorezystora RPP230
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Obudowa metapleksowa, fotorezystora RPP150

DANE TECHNICZNE
Dopuszczalne wartosci parametrow eksploatacyjnych;

tamy = 2215°C

czutofci wzglednej” A

RPP130
RPPI111. RPPI121 RPP131 RPP140 RPP150 P35
RPP230 ’ RPYP35
Napiecie maksymalne Upax 500 150 110 110 | 150 350 110 v
Moc dopuszczalna Prax 0,2 1,2 0,2 w
Czas zaniku pradu
fotoelektrycznego .
(E =200 1x) Tz 0,25 0,3 0,25 s
Czas narastania pradu 4
fotoelektrycznego -
(E = 200 1x) Tn 2s
Wspélczynnik témpe-
raturowy czulofci o —2--0%/°C
Rozklad widmowy 5204700 nm
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Parametry charaktierystyczne:

Zakres temperatury
pracy

tamb

tamp =2215°C

Maksimum rozkladu widmowego czuto$ci Ao

248...328 K (—25...55°C)

Typ

Parametry
charakterystyczne

RPP111

RPPI21

RPP130
RPP230

RPP131 RPP140

RPP150 RPYP35

Jed-
nostka

Rezystancja
jasna(E =
= 1000 1x)
przy U=5V
U=10V.
U=50V

1-104..5-10¢

1-10%,.1+104

1-102..5-10% 4

-102..1,2-10?

1-103..5-104

40....200
25...50

Rezystancja
ciemna
przy U =50V
U=100V

Ro

min. 1-108

min. 1-107

min. 1-107

min. 1-107
min. 1-107

min. 1-108 | min. 5-10¢

Prad jasny
(B = 1000 1x)
przy Ug =1V
Ug=5V
Ug =10V

Ig

0,2..1

.10

10...50

4,15..12,5

_ 20...40
25..125

mA

Prad ciemny
(E=0)
przy U=50V
U=10V

Ic

maks. 1

maks. 10

maks. 5

maks. 10

maks. 1000
maks. 100

nA

Stala czasowa
narastania
pradu fotoele-
ktrycznego
(E = 200 1x)
Stala czasowa
zaniku pradu
fotoeltktrycznego
(E = 200 1x)

Tne

Tze

maks. 0,6

maks. 6 maks. 0,6

maks. 5-10~2

maks. 6+10-2/maks. 5102

Czuloé

(E = 1000 1x) S

28...280

140...700

60...180 51...280

55...270 1430...2860

mA/V-1Im L

Powierzchnia
czynna

0,035

0,14

0,035

0,9 0,14

cm?
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Charakterystyka widmowa (w jednostkach wzgled-
nych) dla fotorezystoré6w RPP111, RPP121, RPP130,
RPP230, RPP131, RPP140
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Charakterystyka pradowo-napieciowa fotorezystora
R

PP111
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Charakterystyka prgdowo-napieciowa fotorezystora
RPP121

100 T

AN f
d —const Y G2W

10

2001 /
5001x

| e
//);//

1000 x

oy 2

o

001 01 7 0 0o ufv]

5

N

N7 N
»,
=
E
X
/

Charakterystyka pradowo-napigciowa fotorezystora
RPP131
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Charakterystyka widmowa (w jednostkach wzgled-
nych) dla fotorezystora RPP150
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Charakterystyka pradowo-napieciowa fotorezysto-
réw RPP130, RPP230
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Charakterystyka pradowo-napieciowa fotorezystora
RPP140
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Charakterystyka pradowo-napieciowa fotorezystora
RPP150 .






